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1． 考试内容
（1）电子技术基础部分
二极管的特性、模型及应用。BJT、FET的工作原理，BJT、FET放大电路的组成、小信号模型分析法，各组态放大电路的性能分析，多级放大电路、差动放大电路的结构与指标分析。频率响应的概念，放大电路频率响应的分析。集成运算放大器的特性，反馈的基本概念，反馈分类与判别，负反馈对放大电路性能的影响，集成运算放大器构成的运算电路、滤波电路。
（2）半导体物理部分
主要包含半导体中的电子状态；半导体中的电子状态和能带、电子的运动，本征半导体的导电机构、空穴，硅和锗的能带结构；半导体中的杂质和缺陷能级，硅、锗晶体中的杂质能级、缺陷、位错能级；半导体中载流子的统计分布、状态密度，费米能级、载流子浓度的计算，简并半导体；载流子的位移与扩散运动，载流子的散射、迁移率、电阻率、热载流子、多能谷散射；非平衡载流子的注入，复合寿命，费米能级，复合理论，陷阱效应，载流子的迁移运动，爱因斯坦关系，连续性方程；PN结的伏安特性，PN结电容，击穿；金属和半导体的接触的理论，少子的注入与欧姆接触；表面态，表面场效应，C-V特性，表面电场对PN结特性的影响；半导体的光学性质，光电性质，发光现象，半导体激光器；半导体的热电性质，温差电动势率，热电效应及其应用；半导体磁效应和压阻效应。
2． 题型及分值安排
(1)  题型：选择题、简答题和计算题。
(2)  分值安排：电子技术基础部分占50分，半导体物理部分占100分。
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